
【19】中華民國　　　　　　【12】專利公報 　（B）
【11】證書號數：I513189
【45】公告日： 中華民國 104 (2015) 年 12月 11日
【51】Int. Cl.： H03K19/0175(2006.01)

發明　　　　　全 18 頁　

【54】名　　稱：耐二倍供應電壓邏輯電路及具有ＰＶＴ補償之耐二倍供應電壓輸出入緩衝
器

2xVDD-TOLERANT LOGIC CIRCUITS AND A RELATED 2xVDD-
TOLERANT I/O BUFFER WITH PVT COMPENSATION

【21】申請案號：102104461 【22】申請日： 中華民國 99 (2010) 年 01月 14日
【11】公開編號：201330506 【43】公開日期： 中華民國 102 (2013) 年 07月 16日
【72】發 明 人： 柯明道 (TW) KER, MING DOU；林彥良 (TW) LIN, YAN LIANG；王朝欽

(TW) WANG, CHUA CHIN
【71】申 請 人： 國立中山大學 NATIONAL SUN YAT-SEN

UNIVERSITY
高雄市鼓山區蓮海路 70號

【74】代 理 人： 張啟威
【56】參考文獻：

US   6868047B2
US   7495465B2

US   7449936B2
US   7579861B2

Mota, M.; Christiansen, J.; Debieux, S.; Ryjov, V.; Moreira,
P.; Marchioro, A., "A flexible multi-channel high-resolution
time-to-digital converter ASIC," Nuclear Science Symposium
Conference Record, 2000 IEEE , vol.2, no., pp.9/155,9/159 vol.
2, 2000。
Raisanen-Ruotsalainen, Elvi; Rahkonen, T.; Kostamovaara, J.,
"A low-power CMOS time-to-digital converter," Solid-State
Circuits, IEEE Journal of , vol.30, no.9, pp.984,990, Sep
1995。
Jung-Bae Lee; Kyu-Hyoun Kim; Changsik Yoo; Sangbo Lee; One-Gyun
Na; Chan-Yong Lee; Ho-Young Song; Jong-Soo Lee; Zi-Hyoun Lee;
Ki-Woong Yeom; Hoi-Joo Chung; Il-Won Seo; Moo-Sung Chae; Yun-
Ho Choi; Soo-In Cho, "Digitally-controlled DLL and I/O circuits
for 500 Mb/s/pin /spl times/16 DDR SDRAM," Solid-State Circuits
Conference, 2001. Digest of Technical Papers. ISSCC. 2001 IEEE
International , vol.,
Hashimoto, T.; Yamazaki, H.; Muramatsu, A.; Sato, T.; Inoue,
A., "Time-to-digital converter with vernier delay mismatch
compensation for high resolution on-die clock jitter
measurement," VLSI Circuits, 2008 IEEE Symposium on , vol.,
no., pp.166,167, 18-20 June 2008。
Lim, C.H.; Daasch, W.R., "Output buffer with self-adjusting
slew rate and on-chip compensation," IC/Package Design
Integration, 1998. Proceedings. 1998 IEEE Symposium on , vol.,
no., pp.51,55, 2-3 Feb 1998。

- 13269 -



Sau-Mou Wu; Min-Hau Li, "A new high-resolution, temperature-
compensated cyclic time-to-digital converter," SoC Design
Conference, 2008. ISOCC '08. International , vol.01, no.,
pp.I-82,I-85, 24-25 Nov. 2008。
Khan, Q.A.; Siddhartha, G.K.; Tripathi, D.; Wadhwa, S.K.;
Kulbhushan Misri, "Techniques for on-chip process voltage and
temperature detection and compensation," VLSI Design, 2006.
Held jointly with 5th International Conference on Embedded
Systems and Design., 19th International Conference on , vol.,
no., pp.6 pp.,, 3-7 Jan. 2006。
Narang, V.; Arya, B.; Rajagopal, K., "Novel low delay slew rate
control I/Os," Quality Electronic Design, 2009. ASQED 2009. 1st
Asia Symposium on , vol., no., pp.189,193, 15-16 July 2009。

審查人員：鄭凱旭

[57]申請專利範圍
1.　一種具有製程、電壓及溫度(PVT)補償之輸出入緩衝器，其係包含：一輸出入接腳；一
輸出入電路，用以驅動該輸出入接腳，該輸出入電路之一驅動能力係受至少一控制訊號

控制；一 PVT變化偵測器用以產生複數個預控制訊號，該 PVT變化偵測器包含複數個
串聯耐二倍供應電壓換流器；以及一編碼器，用已接收該預控制訊號以產生該至少一控

制訊號，該編碼器包含複數個耐二倍供應電壓邏輯閘。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程、電壓及溫度(PVT)補償之輸出入緩衝器，其中
各該耐二倍供應電壓換流器包含：一電壓轉換器，用以將一輸入時脈訊號轉換為一對應

第一訊號及一第二訊號，其中該第一訊號係位於一第一電壓範圍之內且該第二訊號係位

於一第二電壓範圍之內，而該第二電壓範圍具有一高於該第一電壓範圍之電壓；一拉低

邏輯路徑，用以執行一邏輯 NOT運算，該拉低邏輯路徑接受該第一訊號為其輸入並產生
一第一輸出，其中該第一輸出位於該第一電壓範圍之內；一拉高邏輯路徑，用以執行一

邏輯 NOT運算，該拉高邏輯路徑接受該第二訊號為其輸入並產生一第二輸出，其中該第
二輸出位於該第二電壓範圍之內；以及一輸出級，用以接受該第一輸出及該第二輸出，

藉以產生該換流器之 該輸出，其為該輸入之邏輯 NOT，該輸出之操作電壓包括該第一電
壓範圍及該第二電壓範圍。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程、電壓及溫度(PVT)補償之輸出入緩衝器，其中
至少一該二倍供應電壓邏輯閘為一 NOR閘，且包含：至少二電壓轉換器分別用以將至
少二輸入訊號轉換為至少二對應第一訊號及至少二第二訊號，其中，該至少二第一訊號

係位於一第一電壓範圍之內，且該至少二第二訊號係位於一第二電壓範圍之內，而該第

二電壓範圍，具有一高於該第一電壓範圍之電壓；一拉低邏輯路徑，用以執行一邏輯

NOR運算，該拉低邏輯路徑接受該至少二第一訊號為其輸入，並產生一第一輸出，其中
該第一輸出位於該第一電壓範圍之內；一拉高邏輯路徑，用以執行一邏輯性 NOR運
算，該拉高邏輯路徑接受該至少二第二訊號為其輸入，並產生一第二輸出，其中該第二

輸出位於該第二電壓範圍之內；以及一輸出級，用以接受該第一輸出及該第二輸出，藉

以產生該 NOR閘之該輸出，其為該輸入之邏輯 NOR，該輸出之操作電壓包括該第一電
壓範圍及該第二電壓範圍。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之具有製程、電壓及溫度(PVT)補償之輸出入緩衝器，其中
至少一該二倍供應電壓邏輯閘為一 NAND閘且包含：至少二電壓轉換器分別用以將至少
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二輸入訊號轉換為至少二對應第一訊號及至少二第二訊號，其中該至少二第一訊號係位

於一第一電壓範圍之內，且該至少二第二訊號係位於一第二電壓範圍之內，而該第二 電
壓範圍具有一高於該第一電壓範圍之電壓；一拉低邏輯路徑，用以執行一邏輯 NAND運
算，該拉低邏輯路徑接受該至少二第一訊號為其輸入，並產生一第一輸出，其中該第一輸

出位於該第一電壓範圍之內；一拉高邏輯路徑，用以執行一邏輯性 NAND運算，該拉高
邏輯路徑接受該至少二第二訊號為其輸入，並產生一第二輸出，其中該第二輸出位於該

第二電壓範圍之內；以及一輸出級，用以接受該第一輸出及該第二輸出，藉以產生該

NAND閘之該輸出，其為該輸入之邏輯 NAND，該輸出之操作電壓包括該第一電壓範圍
及該第二電壓範圍。

圖式簡單說明

第 1圖：具有 PVT補償之輸出入(I/O)電路的方塊圖。
第 2圖：為第 1圖所示之 PVT變化偵測器的電路圖。
第 3圖：耐二倍供應電壓換流器實施例之電路圖。
第 4圖：為用於耐二倍供應電壓邏輯閘之電壓轉換器實施例的電路圖。
第 5圖：說明二路輸入耐二倍供應電壓邏輯閘的輸入訊號。
第 6圖：為二路輸入耐二倍供應電壓 NAND閘實施例之電路圖。
第 7圖：為二路輸入耐二倍供應電壓 NOR閘實施例之電路圖。
第 8圖：說明三路輸入耐二倍供應電壓邏輯閘輸入訊號之實施例。
第 9圖：為三路輸入耐二倍供應電壓 NAND閘實施例之電路圖。
第 10圖：為三路輸入耐二倍供應電壓 NOR閘實施例之電路圖。
第 11圖：為耐二倍供應電壓輸出入緩衝器實施例之電路圖。
第 12圖：為具有 PVT補償之耐二倍供應電壓輸出入緩衝器 3位元控制訊號實施例之電路

圖。

第 13圖：為具有 PVT補償之耐二倍供應電壓輸出入緩衝器 4位元控制訊號實施例之電路
圖。

第 14圖：顯示一 8轉 3編碼器實施例之真值表。
第 15圖：顯示無 PVT補償之耐二倍供應電壓輸出入緩衝器實施例的模擬輸出壓擺率。
第 16圖：使用 3位元控制訊號具有 PVT補償之耐二倍供應電壓輸出入緩衝器實施例的模

擬輸出壓擺率。

第 17圖：為換流器電路元件之邏輯表。
第 18圖：為 NAND閘電路元件之邏輯表。
第 19圖：為另一 NOR閘電路元件之邏輯表。
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